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	1. 目　的

Co-SiO2 グラニュラー細線を作製し，1次元磁気伝導特性を明らかにする．また，Co-GaAs 磁性半導体を作製することを目的として熱処理を行いその前後における磁気特性・伝導特性を比較することで内部構造の解明や熱処理の及ぼす効果について調べる．
2. 方　法

Co-SiO2 グラニュラー細線については，Si 基板上に酸化膜を作り，その上にＥＢ露光により幅10μm細線レジストパターンを作製し，高周波マグネトロンスパッタ装置を用いてCo-SiO2 をスパッタした後，リフトオフにより細線を作製する．また伝導特性は細線の両端に導電性樹脂（銀ペースト）を電極として付け4K～290Kにおいて伝導特性を測定した．Co-GaAs 磁性半導体についてはGaAs基板上にCoを高周波マグネトロンスパッタ装置を用いてスパッタし，Xe+ イオンを照射し作製した．Co-GaAs 薄膜に対しての熱処理は，真空度10-6 Torrで一回目300℃1時間，二回目400℃1時間行い，磁気・伝導特性はVSM（振動試料型磁力計）による磁化曲線とホール効果の測定により行った．
3. 結　果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　Fig.1 細線の伝導特性   Fig.2　200Åホール効果  Fig.3　500Åホール効果   

20nm Co-SiO2　を堆積させ作製した幅10μｍの細線についての各温度におけるI-V特性をFig.1に示した．非線形の曲線が観測されトンネル伝導が起こっていることを示している．熱処理におけるホール抵抗の変化をFig.2，Fig.3示した．200Åの試料においては300℃の熱処理前後において常温でホール抵抗が２倍に増加し，再度400℃の熱処理においては減少した．500Åの試料に対しては最初の300℃の熱処理に対しては変化が見られないが，400℃の熱処理に対して低温で２倍，常温で３倍にホール抵抗が増加した．200Åと500Å試料に構造の違いがあることが明らかとなった．500Å堆積させた試料に対しては表面に堆積したCoが残留している可能性を示す結果となった．200Åの試料に関してはCoの残留は少ないと推測される．200Å，500Åの熱処理におけるホール抵抗の変化は，これらの結果のみでは断定できないが，ホール抵抗の増加は熱によるCo粒子の変形，表面の酸化による伝導経路の変化がおきている結果と推測する．また減少についてもCoの変化が推測される．今後の方針は，再度熱処理後の変化の測定，X線を使った構造解析を行い，詳細な膜内の構造および熱処理の効果について明らかにする予定である．






























